
из пучности в узлы давления стоячей звуковой волны, где нормальная составляю
щая максимальной скорости микропотока направлена к поверхности реакции.

Экспериментальная часть настоящей работы выполнена в Акустическом инсти
туте АН СССР.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ в о л и  
В АРСЕНИДЕ ГАЛЛИЯ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Б. А. Бобылев9 А. Ф. К р а в ч е н к о

В тех случаях, когда концентрация свободных носителей заряда оказывает за
метное влияние на упругие постоянные полупроводников, по температурным зави
симостям скорости ультразвука можно оцепить эффективную массу плотности со
стояний носителей. Для ее определения мы провели измерение скорости ультразву
ковых волн в арсениде галлия п- и /клала 
в интервале температур 300—750° К. Вы
бранная температурная область позволяла 
проверить влияние заселенности донол- 
нительных минимумов <100> зоны прово
димости GaAs на упругие постоянные, по
скольку оценочные расчеты этого эффекта, 
проведенные по методу [1], показывают, 
что используемой нами методикой изме
рения скорости возможно обнаружить рас
сматриваемый эффект.

Мы измеряли скорость продольных 
волн, распространяющихся в направлении 
<110>, на частоте 40 Мгц методом импульс
ного интерферометра [2], блок-схема кото
рого приведена на фиг. 1, где 1 — синхро
низирующий генератор видеоимпульсов,
2 — генератор радиоимпульсов, 3 — супер- 
гетеродинный приемник, 4 — осциллограф,
5 — частотомер, 6 — кварцевый преобразо
ватель, 7 — криостат, 8 — буферный стержень из плавленного кварца, 9 — образец. 
Измерения выполнены в вакууме при 10~4 мм рт. ст. в диапазоне температур «300— 
750° К. Для исследования были выбрапы образцы арсенида галлия, характеристики, 
которых при 300° К приведены в таблице.

№ Т и п К о н ц е н т р а ц и я  с в о б о д н ы х С к о р о с т ь  п р и
и /п п р о в о д и м о с т и н о с и т е л е й  а а р я д а ,  М - 3 300° К ,  м-секг-1

1 п 1 , 2 - 1 0 2 >

2 п 7 - 1 0 2 1 5 2 6 0

3 р —  1 О^9
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5
р
р

4 - - 1 0 »  

3 , 8 - 1 0 25
5 2 3 0
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На фиг. 2 приведены температур
ные зависимости скорости ультразвука; 
обозначения 1—5 отвечают номерам 
образцов. Зависимости достаточно хо
рошо следуют линейному закону, при- 
чом для образцов вырожденного 
p-GaAs зависимость имеет меньший 
наклон. Интересно отметить, что уро
вень поглощения при высоких темпе
ратурах был приблизительно таким же, 
как и при комнатной температуре.

Как показывают результата экспе
римента, наклон температурной зави
симости не изменялся с ростом концен
трации электронов в n-GaAs и, следо- 
вательпо, мы пе смогли обнаружить 
влияние засоленности дополнительных 
минимумов энергии зопы проводимости 
на упругие постоянные материалы. По- 
видимому, это обусловлено увеличе
нием эффективной массы плотности со
стояний центрального минимума энер
гии при больших концентрациях сво
бодных электронов.

Меньший наклон температурной 
зависимости скорости в сильно легиро
ванном p-GaAs, очевидно, обусловлен 
вкладом свободных дырок в сдвиговую 
упругую постоянную [3]. Величина, на 
которую отличается наклон, опреде-

1 /Г 1
ляется коэффициентом—  . , Fij

К Г  F  у 2

и F\/,2 — интегралы Ферми, если считать, что полная концентрация, констапты де
формационного потенциала и эффективные массы дырок в вырождении p-GaAs не 
зависят существенно от температуры.

Учитывая, что разность скоростей при 300°К равна 30 м/сек (см. таблицу), на
ходим

откуда уровень Ферми 0,077 эв ц эффективная масса плотности состояпий ва
лентной зопы т* ~  0,55 т0.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ АКУСТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

НА НАПРАВЛЕННЫЕ СВОЙСТВА ПРИЕМПЫХ МНОГОЛУЧЕВЫХ АНТЕНН
И . В. В о вк ,  В. А. Г а й д а й , В .  I f .  М а п ц к и й

Известно, что акустическое взаимодействие электроакустических преобразова
телей может оказать значительное влияние на направленные свойства приемных 
антепн — решеток [1, 2]. Рассмотрим, к каким эффектам может привести взаимодей
ствие преобразователей в многолучевых приемных рефлекторных антеннах.
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